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【はじめに】これまでに、ホール効果測定より求められる多数キャリア密度の温度依存性から、複数の不純

物（またはトラップ）の密度とエネルギー準位を高精度に評価できる方法を報告してきた 1)-5) 。今回は宇宙

用太陽電池に使用される、p 型 Si 結晶の最適な製造方法（FZ 法、MCZ 法、CZ 法）を調べるため、それぞ

れに 10MeV 陽子線を照射したときに生成されるトラップを評価する。 
【実験方法】FZ 法、MCZ 法、CZ 法により製造された 10Ωcm の B ドープ p 型 Si に、10MeVの陽子線を

照射した試料のホール効果測定を行い、正孔密度の温度依存性 p(T)を得た。 
【実験結果】図の三角、丸、四角印はそれぞれ FZ 法、MCZ 法、CZ 法の正孔密度の温度依存性 p(T)であ

る。p(T)からトラップを評価するため、評価関数を H(T,Ere f)=p(T)2exp(Eref/kT)/(kT)2.5 と定義する。破線は

FZ 法の基板に対する陽子線照射量 1x1013   cm-2のときの温度依存性から得た p(T)を評価関数を用いて変換

した H(T,-0.035)を示す。破線 H(T,-0.035)のピーク及びショルダーとなる温度が各エネルギーに対応するこ

とから、少なくとも２種類のトラップが存在することがわかる。ピークよりトラップ準位は 0.11 eV、密度

は 2.2x1014 cm-3 が得られた。当日は各照射量及び MCZ 法、CZ 法の試料についても報告する。 
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